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背景：窒化物微細柱状(ナノコラム)結晶は，欠陥伝搬の抑制が可能であり，転位密度の高い窒化

物半導体上でも高い結晶品質が得られる[1]。これまでに選択成長法を用いて GaNテンプレート上

に均一形状ナノコラム結晶の位置制御が報告されている[1,2]。さらに下地基板の結晶品質によらず

に高品質な規則配列ナノコラム結晶が得られれば，その応用範囲の拡大が期待できる。本研究で

は選択成長法を用いてスパッタ AlN膜上に p-i-n LED構造を作製したので報告する。 

実験結果：実験には Si (111)ウェハ上にスパッタ成膜した AlNテンプレートを用いた。電子線リ

ソグラフィとドライエッチングプロセスによって，電子線蒸着した膜厚 5 nm の Tiマスクに三角

格子配列ホールパターンを形成した。その後，ラジカル窒素を窒素ソースに用いる RF-MBEの選

択成長によって，パターニングウェハ上にナノコラム結晶を作製した。nドーパントとして Si，p

ドーパントとしてMgを用いてドーピング制御し，アンドープの InGaN/GaN MQWを活性層とす

る p-i-n ナノコラム LED結晶を成長させた。作製したナノコラム結晶の SEM観察像を Fig.1に示

す。パターニングによって直径，周期，高さが領域内で均一に制御されたナノコラムの三角格子

点上への規則配列を確認した。Fig.2はコラム周期 300 nmで，径の異なるパターン A ~ D (270 ~ 290 

nm (パターン Aから Dに向けて径拡大))のナノコラム LED結晶の PLスペクトルである。良好な

単峰性発光ピークを示し，径拡大による長波長シフト(644 ~ 689 nm)を観測した。これより良質な

ナノコラム LED結晶が制御性良く，スパッタ膜上に作製できることを示した。 
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Fig.1: ナノコラム LED構造の SEM像(a)上面(b)俯瞰 Fig.2: PLスペクトル (R:270~290 nm) 
(パターン Aから Dに向けて径拡大) 
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